Фоторезистор – це пластина напівпровідника (монолітна чи в виді тонкої плівки), на протилежних кінцях якої створені омічні контакти (рис. 1). При падінні випромінювання на поверхню фоторезистора в останньому генеруються носії внаслідок збудження або між зонних переходів (власне збудження), або переходів з участю енергетичних рівнів в забороненій зоні (домішкове збудження), що приводить до збільшення провідності. Процеси власного і домішкового фотозбудження носіїв схематично зображені на рис. 2.
Провідність власних фоторезисторів описується формулою =q(nn+pp), і збільшення провідності під дією освітлення в основному пов’язано зі збільшенням кількості носіїв.
Довгохвильова границя фотопровідності в цьому випадку визначається із співвідношення

	де с - довжина хвилі, що відповідає ширині забороненої зони Eg .
Випромінювання з довжинами хвиль меншими с, поглинається в напівпровіднику з утворенням електронно-діркових пар.
В домішковому фоторезисторі фотозбудження може відбуватися між краєм зони і енергетичним рівнем в забороненій зоні. Фотопровідність може виникати в результаті поглинання фотонів з енергією, яка рівна або перевищує енергію, що відділяє домішковий рівень від зони провідності чи валентної зони. При цьому довгохвильова границя фотопровідності визначається глибиною залягання домішкового рівня в забороненій зоні. 
Довгохвильова границя с визначається шириною забороненої зони напівпровідника і рівна 1,7 мкм для Ge і 1,1 мкм для Si. Для довжин хвиль більших с, значення  надто мале, щоб забезпечити помітне поглинання. Короткохвильова границя фотовідгуку обумовлена тим, що в області коротких хвиль коефіцієнт  дуже великий (105 см-1) і випромінювання поглинається  в безпосередній близькості до поверхні, де часи рекомбінації малі. Внаслідок цього фотоносії рекомбінують раніше ніж виходять з поверхневого шару.
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